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В книге проводятся анализ и расчет основных типов транзисторных усилителей,

импульсных схем и источников питания. Анализу схем предшествует рассмотрение

физических процессов в полупроводниковых диодах и транзисторах и характеристик дио

дов и транзисторов в качестве схемных элементов. Существенно переработана по сравнению

с третьим изданием, вышедшим в 1973 г., первая часть книги, во вторую и третью

части введены новые главы.

Книга предназначена для инженеров, аспирантов и студентов вузов,

специализирующихся по микроэлектронике и прикладной электронике,

вычислительной технике, автоматике и приборостроению.
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23-3. Стабилизаторы последовательного типа

Общие свойства (632). Однокаскадный стабилизатор (635). Многокаскадные стабилизаторы

(637)

23-4. Сравнение параллельных и последовательных стабилизаторов

23-5. Особенности практических схем

Регулировка выходного напряжения (642). Температурная стабильность (645). Зависимость

параметров от частоты и режима (646)

23-6. Методика расчета стабилизаторов

Приложение

Список литературы

Предметный указатель  
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ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОГО И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

В предисловии к 3-му изданию отмечалось, что данная книга 

помимо специализирующихся

по дискретной транзисторной технике рассчитана также на один из новых типов

специалистов, появившихся благодаря развитию микроэлектроники, — проектировщиков

интегральных схем. При подготовке 4-го издания автор старался внести такие изменения, которые

отвечали бы интересам и тех и других. А именно, в первой части («Транзисторы») существенно

переработаны и дополнены разделы, посвященные эффекту поля, контакту

«металл-полупроводник», а также § 5-4 и § 5-5  (в этих двух параграфах, в частности,

учтен ряд особенностей, свойственных интегральному исполнению). Во всей первой части 

автор старался в максимальной степени отдавать предпочтение кремниевым

приборам по сравнению с германиевыми.

Во вторую часть («Усилители») введены гл. 14 «Дифференциальный каскад», а также § 10-4

«Каскад». Эти дополнения давно назрели, так как оба каскада давно вошли в практику и

дискретных, и интегральных схем. Особо хотелось бы отметить, что в книге впервые

анализируются усилители постоянного тока на МДП транзисторах (§ 14-7). Глава 13

сокращена в объеме, поскольку материал о параллельно-балансных каскадах помещен в гл.

14, и по существу посвящена однотактным усилителям постоянного тока.

В третьей части («Импульсные схемы») главное дополнение состоит в том, что в §

15-7 введен раздел «Токовые ключи», характеризующий ненасыщенный режим

транзисторного ключа и одновременно дающий некоторое представление о логических схемах.

Как и в предыдущих изданиях, выполнен большой объем редакционной работы, включая

сокращение текста в некоторых разделах и обновление литературы.

Автор отдает себе отчет в том, что структуру книги тоже желательно было бы

усовершенствовать: материал, касающийся свойств полупроводников, превышает объемные нормы

главы, материал о полевым транзисторам — нормы параграфов  и т. п.   Логические

элементы, ячейки памяти, компараторы и некоторые другие типы схем в книгу не включены

сознательно: при отборе материала автор по-прежнему руководствуется тем, что книга

посвящена о с н о в а м транзисторной техники и не является энциклопедическим обзором всех

известных вариантов приборов и схем. Кроме того, учитывается, что многие схемы перспективны

лишь в интегральном исполнении, а микроэлектронике должна быть посвящена специальная книга.

В книге в целях сохранения преемственности с предыдущими изданиями оставлены прежние

буквенные обозначения параметров полупроводниковых приборов (таблица соответствия

обозначений, принятых в книге и по ГОСТ, приведена в приложении).

Автор будет признателен читателям за предложения и замечания по улучшению

содержания книги, которые следует направлять по адресу: 113114, Москва, Шлюзовая наб

., 10, издательство «Энергия».

Автор

  Скачать книгу Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем.

Москва, Издательство «Энергия», 1977 
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